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Os dispositivos de comunicacdo sem fio apresentam uma crescente evolugdo de aplicagdes
e mercado consumidor. O bom funcionamento destes dispositivo exige circuitos de
radio-frequéncia (RF) eficientes, econdmicos e robustos.

A comunicagdo sem fio ¢ feita em frequéncias da ordem de mega e/ou giga hertz,
dificultando a manipulag¢do dos sinais recebidos e transmitidos pois os componentes elétricos
parasitas exercem maior influéncia no circuito em altas frequéncias. A solucao utilizada ¢
deslocar o sinal de alta-frequéncia para uma frequéncia menor, utilizando um misturador de
sinais.

A proposta deste trabalho ¢ desenvolver um misturador banda larga utilizando a tecnologia
CMOS 130nm. O requisito mais importante do projeto ¢ alta linearidade, portanto foi
escolhida uma topologia passiva para o misturador.

Na primeira etapa deste trabalho foram estudados os conceitos basicos de circuitos de RF,
focando no estudo de misturadores, nessa etapa foram utilizados livros de autores
conceituados na area de RF.

Na etapa atual, o foco ¢ dimensionar os transistores através de calculo tedrico, utilizando
como base artigos encontrados na literatura da area.

Os artigos estudados apresentam equagdes tedricas para o calculo do ganho de conversdo
(Gc), ponto de compressao de 1dB (CPy4g) € figura de ruido (NF), que sdo as figuras de mérito
(FOM) utilizadas no projeto do misturador. As FOM dependem das dimensdes dos
transistores, da polarizagao utilizada e de parametros de processo.

A equacdo utilizada para o célculo de G¢ ¢ dependente da resisténcia entre dreno e fonte
quando o transistor estd conduzindo (Ron), da impedancia entre dreno e fonte quando o
transistor esta cortado (Zorr) € da carga do circuito (Zi). Ron € Zorr dependem das dimensdes
dos transistores, da polarizacao utilizada e de parametros de processo, Z; depende da
impedancia de entrada do préximo bloco na cadeia de recepgao.

Utilizando um Z; de 600Q, uma frequéncia de RF de 900MHz e comprimento do
transistor (L) de 130nm, foi feito um grafico de G¢ versus largura do transistor (W). Neste
grafico foi identificado que para um W de 100um ¢ atingido o melhor G, em -4,6dB.

A mesma metodologia sera aplicada para identificar os pontos de melhor CPyqs € NF. O
calculo do CP,gs ¢ baseado na expansao polinomial da tensdao de saida do misturador, a razao
entre os termos de primeira e terceira ordem ¢ utilizada para calcular o CP,4s. O calculo da NF
depende do G, da condutancia dos transistores, da temperatura e de parametros de processo.

Os primeiros resultados obtidos sdo condizentes com o que foi observado nas referéncias.
Apos finalizar os calculos teoricos serao utilizadas simulacdes de esquematico para verificar e
aprimorar o projeto do misturador. Por ultimo, serd feito o layout do circuito e novas
simulagoes, desta vez adicionando os componentes parasitas extraidos do /ayout.



